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La presente invention concerne un procede 
d' elimination d ' une zone peripherique de colle lors de 
1' assemblage a 1 " aide d'une couche de colle et du 
transfert d'une couche de materiau issue d'un substrat 
source, sur un substrat support, pour la fabrication 
d'un substrat composite destine a des applications dans 
les domaines de l'optique, 1 ' opto-electronique ou 

1 * electronique . 

De nouvelles techniques ont recemment ete 
developpees pour permettre le transfert d'une couche 
d'un materiau, notamment semi-conducteur , "processee" ou 
non, issue d'un premier substrat, dit substrat "source", 
sur un second substrat, dit substrat "support". 

Le terme "couche processee" designe une couche 
de materiau ayant subi certaines etapes ou toutes les 
etapes d'un procede technologique permettant de former 
des composants electroniques . 

Ces techniques de transfert utilisent par 
exemple comme substrat source : un substrat fragilise 
par implantation d'especes atomiques, un substrat 
presentant une zone poreuse enterree, un substrat a deux 
couches collees 1 ' une contre 1 ' autre a 1 * aide d'une 
interface de collage dont 1 ■ energie de collage est 
controlee de facon que ce collage ne soit pas definitif 
ou n'importe quel substrat presentent une zone plus 
fragile que le substrat lui-m§me. 

Ces techniques connues vont maintenant etre 
decrites rapidement en faisant reference aux figures 1 a 
3 jointes. 

Le substrat source 1 est fragilise par 1 ' une 
des techniques mentionnees ci-dessus de fagon a 
presenter une zone de detachement 13 preferentiel 
delimitant une couche 11 a transferer du reste 12 de ce 



1er depot 



2 



substrat. 11 est mis en contact avec un substrat support 
2 (voir figure 1), puis 1 ' on procede au detachement de 
la couche a transferer 11 du reste 12 du substrat source 
1, le long de ladite zone de detachement 13, par exemple 
5 par 1' application de contraintes d'origine mecanique. 

Ces contraintes d'origine mecanique sont 
generalement des contraintes de traction et/ou de 
flexion et/ou de cisaillement . 

Elles peuvent etre appliquees, par exemple, 
10 par un bati de traction, par une lame telle qu'une 
guillotine ou par plusieurs lames introduite (s) sur le 
c6te de l'empilement de couches, au niveau de la zone de 
detachement 13 ou par un jet de fluide (liquide ou gaz) 
applique lateralement au niveau de cette meme zone de 

15 detachement . 

L* application de ces contraintes mecaniques 
permet de favoriser la propagation d'une fissure au 
niveau de la zone de detachement 13. 

Lorsque les deux substrats 1 et 2 sont 

20 appliques l'un contre 1 ' autre par adhesion moleculaire, 
c'est a dire sans 1 ' utilisation de colle ou d'un film 
adhesif, le transfert de la couche a reporter 11 est 
possible si la tenue mecanique de cette couche 11 sur le 
substrat source 1 est inferieure a la tenue mecanique de 

25 cette couche 11 sur le substrat support 2. 

Par contre, cette condition n'est plus 
respectee si l'on utilise de la colle, car le volume de 
colle exactement depose est difficile a controler. 
Ainsi, comme on peut le voir sur la figure 2, il se 

30 forme alors bien souvent des debordements 30 (bavures) 
de colle 3 sur les chants 10, 20 (ou bords lateraux) 
respectifs des substrats 1, 2, de sorte que la 
peripherie de la zone de detachement 13 debouchant au 
niveau du chant 10 du substrat source 1 se retrouve 

35 masquee en totalite ou en partie. 
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De plus, cette colle etant generalement 
reticulable, la reticulation va conduire a durcir 
egalement ces bavures 3 0 de colle. 

II est alors tres difficile de conduire 
5 correctement le detachement de la couche 11 a 
transferer, par 1 ' application de contraintes mecaniques. 

L' effort mecanique a appliquer devient tres 
important, ce qui peut conduire au clivage d'au moins 
l'un des substrats et notamment du substrat support 2, 
10 selon des lignes de fracture qui ne s'etendent plus 
dans le plan de la zone de detachement 13, mais de fagon 
aleatoire et done imprevisible dans I'epaisseur d'au 
moins l'un des substrats et notamment de ce substrat 
support 2 (voir figure 3). A 1 1 interieur du substrat 2, 
15 les lignes de fracture sont referencees 21. 

La p resent e invention a pour but de remedier a 
ces inconvenients et notamment d'ameliorer les procedes 
mecaniques de report de couches afin d'eviter qu'un 
excedent de la colle deposee au niveau de 1 ' interface de 
20 collage entre un substrat source et un substrat support 
ne masque le bord d'attaque de la zone de detachement. 

Ce but est atteint a 1 ' aide d'un procede 
d 1 elimination d'une zone peripherique de colle lors de 
1 'assemblage a l ! aide d'une couche de colle et du 
25 transfert d'une couche de materiau issue d'un substrat 
source, sur un substrat support, pour la fabrication 
d'un substrat composite destine a des applications dans 
les domaines de 1 1 electronique , l'optique ou 
1 ' optoelectronique, ledit substrat source presentant une 
30 zone de detachement intercalee entre la couche de 
materiau a transferer et le reste du substrat source. 

Conformement a 1' invention, ce procede 
comprend les etapes successives consistant a : 

a) deposer une couche de colle sur la 
35 surface libre dite "face avant" de la couche de materiau 
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a transferer ou sur l'une des faces dite "face avant" du 
substrat support ou sur les deux, 

- b) appliquer ledit substrat source et ledit 
substrat support l'un contre 1' autre, la face avant du 

5 substrat support etant en regard de la face avant de la 

couche de materiau a transferer, 

c) faire reagir exclusivement la zone de la 

couche de colle, dite "zone de liaison", s'etendant en 

regard de ladite face avant de la couche de materiau a 
10 transferer, pour lui permettre d'augmenter ses 

proprietes de tenue mecanique, 

- d) detacher ladite couche a transferer, du 
reste du substrat source, le long de ladite zone de 

detachement, , 
15 et a eliminer la zone de la couche de cplle 

situee a la peripherie de ladite zone de liaison, cette 
etape d 1 elimination pouvant etre effectuee en une seule 
ou en plusieurs fois entre les etapes b) et c) , e.ntre 
les etapes c) et d) ou apres 1 ' etape d) t et 
20 eventuellement lorsqu'elle est effectuee en plusieurs 
fois pour partie entre les etapes a) et b) . 

Selon d'autres caracteristiques avantageuses 
et non limitatives de 1' invention, prises seules ou en 
combinaison : 

25 - la colle , est photoreticulable sous 1' action 

d'une exposition a un rayonnement lumineux, au moins 
I'un des substrats parmi le substrat support et le 
substrat source est transparent au rayonnement lumineux 
et 1* etape c) consiste a faire reticuler exclusivement 

30 la zone de liaison de la couche de.colle depuis la face 
arriere du substrat source ou depuis la face arriere du 
substrat support, par insolation aux rayons lumineux, a 
travers un masque destine a isoler de 1 ' insolation la 
zone de la couche de colle s'etendant a la peripherie de 

35 ladite zone de liaison ; 
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- la colle est thermoreticulable et 1 1 etape c) 
consiste a effectuer la reticulation exclusive de la 
colle de ladite zone de liaison, par chauffage a l'aide 
de moyens de chauffage localise puis retour a une 

5 temperature inferieure, par exemple a l'aide d'un 
faisceau laser ; 

- 1 1 etape d) de detachement est effectuee par 
application d'une contrainte d'origine mecanique ; 

- la couche de materiau a reporter contient au 
10 moins une partie d'un composant electronique ou opto- 

eiectronique ; 

la zone de detachement est une zone de 
f ragilisation formee par implantation d'especes 
atomiques ou formee d'une couche poreuse ; 
15 - la zone de detachement est formee d'une 

interface de collage demontable ; 

la zone de detachement est une couche 
d 1 arret formant barriere a une attaque mecanique et/ou 
chimique ; 

20 - la couche de materiau a transferer et le 

reste du substrat source sont en silicium et 1 1 interface 
de collage demontable est dans ou en surface d'une 
couche d'oxyde de silicium. 

D'autres caracterist iques et avantages de 

25 1' invention apparaitront a la lecture de la description 
suivante d'un mode de realisation prefere de 
1' invention. Cette description est redigee en faisant 
reference aux dessins joints dans lesquels : 

les figures 1 a 3 sont des schemas 

30 illustrant les differentes etapes d'un procede de 
transfert de couche selon 1 1 etat de la technique ; 

les figures 4 a 9 sont des schemas 
illustrant les differentes etapes d'un premier mode de 
realisation du procede de transfert de couche conforme a 

35 1 ' invention ; 
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les figures 10 a 15 sont des schemas 
illustrant une variante de realisation du procede 
precite ; 

les figures 16 a 19 sont des schemas 
5 illustrant differentes etapes d'un second mode de 
realisation du procede de transfert de couche . 

Les figures precitees sont des schemas sur 
lesquels les differentes couches et leurs epaisseurs ne 
sont pas representees a l'echelle et ont pour certaines 
10 ete volontairement agrandies a des fins de 
clarification. 

Dans la suite de la description, les 
differents substrats decrits sont consideres comme ayant 
la forme d'un disque ou d'un cylindre, car c'est la 
15 forme qu'ils presentent le plus couramment, toutefois 
cette caracteristique n'est pas limitative et ces 
substrats pourraient presenter d ' autres formes. 

L ! invention s'inscrit dans le cadre , r d'un 
procede de transfert d'une couche de materiau 41 issue 
20 d'un substrat source 4, sur un substrat support 5, au 
cours de la fabrication d'un substrat composite pour des 
applications dans les domaines de 1 ' electronique , de 
l'optique ou de 1 ' optoelectronique , (voir figure 4) . Le 
terme "composite" signifie que ce substrat presente 
25 plusieurs couches. 

Dans la suite de la description et des 
revendi cat ions , les termes "substrat source" 4 et 
"substrat support" 5 doivent etre interpretes comme 
englobant aussi bien un substrat unique en un materiau 
30 donne qu'un empilement de couches de materiaux dont les 
natures sont eventuellement differentes. 

Le substrat source 4 presente un chant lateral 
cylindrique 45, une face 43, dite "face avant" et une 
face opposee 44, dite "face arriere" . 
35 De plus, ce substrat source 4 presente 

interieurement une zone 40, dite "zone de detachement " , 
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delimitant une couche de materiau 41 a transferer du 
reste 42 de ce substrat . 

La couche 41 de materiau a transferer est 
situee du cote de la face avant 43. Elle peut contenir 
5 toute ou partie d 1 un composant electronique ou opto- 
electronique, par exemple un composant connu sous 
1'acronyme "MEMS", de l'expression anglo-saxonne "Micro 
Electronical Mechanical Systems" qui signifie systemes 
mecaniques micro-electroniques ou un composant connu 

10 sous 1'acronyme " MOEMS 11 de l'expression anglo-saxonne 
"Micro Opto Electronical Mechanical Systemes" qui 
signifie systemes mecaniques micro-opto-electroniques . 

Le terme "zone de detachement " designe d'une 
maniere generale une zone du substrat source 4, le long 

15 de laquelle les deux couches situees de part et d' autre 
se detacheront plus facilement 1 1 une de I 1 autre 
ulterieurement , notamment par application d'une 
contrainte. 

La zone de detachement 4 0 peut etre soit une 

20 zone de f ragilisation 401 obtenue par implantation 
d'especes atomiques ou constitute d'une zone poreuse, 
soit une interface de collage demontable 402, soit une 
couche d ! arret pour une attaque mecanique ou chimique 
comme cela sera decrit ulterieurement, soit encore la 

25 couche d'oxyde d 1 un substrat du type SOI. 

Lorsque la zone de f ragilisation 401 est 
obtenue par implantation d'especes atomiques a 
1 ' interieur du substrat source 4, la couche 41 et le 
reste du substrat 42 sont realises dans le meme materiau 

30 ou dans des materiaux differents. La couche 41 peut par 
exemple etre constitute d'une ou de plusieurs couches 
obt.enues par epitaxie ou d'une couche a gradient 
d ' adaptation, obtenue egalement par epitaxie et connue 
sous le terme de "buffer layer" en anglais. 

35 L ! implantation d'especes atomiques s'effectue 

de preference depuis la face avant 43 de la couche 41 a 
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transferer qui est egalement la face avant du substrat 
source 4 . 

Par implantation d'especes atomiques, on 
entend tout bombardement d'especes atomiques, 
5 moleculaires ou ioniques, susceptible d f introduire ces 
especes dans un materiau, a une certaine profondeur par 
rapport a la surface bombardee 43, avec un maximum de 
concentration de ces especes aux environs d'une certaine 
profondeur, cette derniere etant determinee par 
10 l'energie d 1 implantation de ces especes. 

L 1 implantation des especes atomiques dans 
ledit substrat source 4 peut etre realisee par exemple 
grace a un implanteur par faisceau d 1 ions ou un 
implanteur par immersion dans un plasma. 
15 De preference, cette implantation est realisee 

par bombardement ionique et de fagon avantageuse, 
l'espece ionique implantee est de l'hydrogene. D'autres 
especes ioniques peuvent avantageusement etre utilisees 
seules ou en combinaison avec l'hydrogene, telles des 
20 gaz rares (l'helium par exemple) . 

On pourra par exemple se referer <a la 
litterature concernant le procede connu sous la marque 
deposee "Smart Cut". 

La zone de f ragilisation 4 01 peut egalement 
25 etre constitute par une couche poreuse, obtenue par 
exemple lors d'une des etapes du procede connu sous la 
marque deposee "ELTRAN" de la societe Canon, decrit 
notamment dans le document EP-0 849 788. 

Dans ce cas, le substrat source 4 est 
30 constitue d'un empilement de couches comprenant au moins 
une couche de materiau 41 obtenue par reprise d'epitaxie 
sur une couche poreuse 401, cette derniere reposant sur 
le reste 42 du substrat source. 

Enfin, lorsque la zone de detachement 4 0 est 
35 constitute d'une interface de collage dite "demontable" 
402, celle-ci est intercalee entre la couche 41 a 
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reporter et le reste 42 constitue d'une ou de plusieurs 
couches . 

Le terme "demontable" signifie que le collage 
n'est pas definitif, de sorte que la couche 41 peut etre 
demontee ulterieurement du reste 42. A ce sujet, on 
pourra se referer par exemple au document FR-2 823 599 
qui decrit un procede de demontage . 

De facon similaire a ce qui vient d'etre 
decrit pour le substrat source 4, le substrat support 5 
presente un chant lateral cylindrique 55, une face avant 
53 et une face arriere 54. 

Ce substrat support 5 a un role de tenue 
mecanique de 1 ' ensemble . 

Le substrat source 4 et le substrat support 5 
sont destines a etre appliques l'un sur 1 ' autre dans les 
Stapes ulterieures du procede, leurs faces avant 
respectives 43 et 53 etant placees en regard l'une de 
1 1 autre . 

Comme represents sur la figure 5, on depose 
une couche de colle 6 sur la face avant 43 du substrat 
source 4, c'est-a-dire sur la face avant de la couche 41 
de materiau a transferer. Ce depot de colle 6 pourrait 
egalement etre effectue sur la face avant 53 du substrat 
support 5, ou sur les deux faces avant 43 et 53. 

Comme represents sur la figure 6, on applique 
ensuite les deux substrats 4 et 5 l'un sur 1- autre, de 
fagon que ladite couche de colle 6 soit intercalee entre 
leurs faces avant respectives 43 et 53 et 1 ' on presse 
ces deux substrats 4 et 5 (fleche F) l'un contre 
1' autre. L ' excedent 60 de colle 6 deborde en direction 
des chants 45 et 55 desdits substrats 4 et 5 . 

Comme represents sur la figure 7, on effectue 
ensuite un traitement consistant a faire reagir 
exclusivement la zone 61 de la couche de colle 6, dite 
"zone de liaison" qui s'etend en regard de la face avant 
4 3 de la couche de materiau a transferer, de sorte que 
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dans cette zone les proprieties de tenue mecanique de la 
colle augmentent, c • est -a-dire que la tenue mecanique 
soit plus forte. 

De preference, la colle 6 est une colle 
5 reticulable et le traitement precite consistera a la 
faire reticuler. 

Dans le mode de realisation represents sur les 
figures 4 a 9, la colle 6 est une colle 
photoreticulable, c'est-a-dire une colle susceptible de 
10 reticuler et de durcir sous 1* action d'un rayonnement 
lumineux, . par exemple un rayonnement ultra-violet 
(U.V.) . 

A titre d 1 exemple, on peut citer une colle 
U.V- telle que la colle connue sous la denomination 
15 VITRALIT 6127Net commercial isee par la societe , ELECO 
PRODUITS ou d'une resine dite "negative". 

La reticulation est alors effectuee par 
insolation (f leches I) a t ravers un masque 7 de forme 
annulaire dont le diametre interieur correspond au 
20 maximum au diametre de la couche 41 de materiau a 
transferer. Ce diametre interieur pourrait egalement 
etre tres legerement inferieur au diametre de la couche 
41. Ce masque 7 permet d'isoler de 1 1 insolation, la zone 
62 de la couche de colle 6 s ' etendant a la peripherie 
25 exterieure de la couche de materiau a transferer 41. 

Ce masque 7 est dispose sensiblement dans le 
plan de la face arriere 54 du substrat support 5. 

La largeur L de la section du masque annulaire 
7 doit etre au moins egale et de preference superieure a 
30 l'epaisseur de 1 1 excedent de colle 60 au niveau des 
chants 45, 55 des deux substrats. 

La forme du masque 7 est bien evidemment 
adaptee a la forme du contour exterieur de la couche 41 
a transferer. 

35 L' insolation s'effectue depuis la face arriere 

54 du substrat support 5, ce dernier etant transparent 
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au rayonnement lumineux susceptible de faire reticuler 
la colle et notamment du rayonnement ultra-violet si la 
colle est reticulable aux U.V. 

A 1* issue de cette insolation, seule est 
reticulee et durcie la zone 61 de la couche de colle 6 
s'etendant en regard de la face avant 43 de la couche 41 
de materiau a transferer. 

On notera que 1 ' insolation pourrait egalement 
etre effectue a travers le substrat source 4, a 
condition que celui-ci soit transparent aux rayons 
susceptibles de faire reagir la colle 6, le masque 7 
etant alors place sensiblement dans le plan de la face 
arriere 44 . 

On retire ensuite le masque 7 et on elimine 
la zone annulaire peripherique 62 non reticulee de la 
couche de colle 6 (f leches E sur la figure 8), par 
exemple par un essuyage des chants 45 et 55 de 
1'empilement de substrats 4 et 5, a l'aide d'un chiffon 
ou par un nettoyage chimique a 1 ' aide d'un solvant 
approprie dissolvant specif iquement la colle non 
reticulee . 

Enfin, on detache la couche a transferer 41, 
du reste 4 2 du substrat source 4, le long de la zone de 
fragilisation 401, par exemple par application d'une 
contrainte d'origine mecanique, (voir figure 8, f leche D 
et la figure 9). Ceci est possible du fait qu'il n'y a 
plus aucune trace de colle au niveau de 1 ' intersection 
entre la zone de fragilisation 401 et le chant 45 du 

substrat source 4 . 

La contrainte d'origine mecanique est par 
exemple une contrainte de traction et/ou de flexion 
et/ou de cisaillement qui peut etre appliquee, par 
exemple, par un bati de traction ou par une lame, telle 
qu'une guillotine, introduite depuis le chant 4 5 du 
substrat source 4 au niveau de la zone de fragilisation 
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401, ou encore par un jet de fluide (liquide ou gaz) 
applique lateralement au niveau de cette meme zone 401. 

A titre d'exemple, on pourra se reporter aux 
documents FR 2 796 491 et EP 0 849 788 qui decrivent des 
5 procedes de detachement de deux couches 1 ' une de 
1 ' autre , respect ivement a l'aide d'un jet de gaz (air) 
et d'un jet de liquide (eau) . 

Le detachement pourrait egalement etre 
effectue par au raoins l'une des techniques suivantes qui 
10 peuvent etre utilisees seules ou combiners entre elles 
ou avec le detachement mecanique, a savoir 1 • application 
de contraintes ayant pour origine une energie electrique 
(application d'un champ electrostatique ou 

electromagnetique) , ou 1 ' apport d' energie thermique 
15 (radiation, convection, conduction, augmentation de la 
pression dans les microcavites) , etc. 

Par ailleurs notera que l'etape d 1 elimination 
de la zone 62 de colle non reticulee pourrait egalement 
etre effectuee en une seule fois ou en plusieurs fois, 
20 apres avoir applique les substrats 4 et 5 l'un contre 
1' autre et avant l'etape d' insolation de la colle a 
travers le masque 7 ou au contraire apres l'etape de 
detachement de la figure 9. 

Dans ce dernier cas , le detachement est 
25 possible puisque meme s'il reste de la colle au niveau 
de 1 1 intersection entre la zone de f ragilisation 401 et 
le chant 45, il s'agit de colle 62 non reticulee et qui 
n'empeche done pas 1 • acces d'une lame de guillotine, par 
exemple et qui ne joue pas de role dans la tenue 
30 mecanique . 

Enfin on notera qu'il serait egalement 
possible d'enlever une partie de la colle 6, par exemple 
une partie de celle qui s ' est . ecoulee sur les cotes du 
substrat, avant d'appliquer les substrats 4 et 5 l'un 
35 contre 1 1 autre . 
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Le materiau constitutif de tout ou partie du 
substrat source 4 peut etre n'importe quel materiau, 
notamment semi- conduct eur, utilise pour des applications 
dans le domaine de I'optique, 1 1 electronique et l'opto- 
5 electronique. 

On citera a titre d' exemple purement 
illustratif, le silicium, le silicium germanium, le 
germanium, le carbure de silicium (SiC) , ou des 
materiaux III-V, c'est-a-dire des composes dont l'un des 
10 elements appartient a la colonne Ilia de la 
classification periodique des elements et 1 7 autre a la 
colonne Va, par exemple 1'arseniure de gallium (AsGa) , 
ou le phosphure d' indium (InP) . 

Si 1' insolation est effectuee a travers le 
15 substrat source 4, ce dernier est alors transparent aux 
rayons utilises. Dans le cas d'un rayonnement ultra- 
violet, il peut etre constitue par exemple de verre, de 
silice fondue, de quartz ou d'une matiere plastique. 

Le substrat support 5 joue un role de support 
20 mecanique. Lorsque 1' insolation est effectuee a travers 
lui, il est realise dans des materiaux transparents aux 
rayons . 

Les figures 10 a 15 illustrent une variante de 
realisation des etapes du procede decrit conj ointement 

25 avec les figures 4 a 9, dans laquelle le substrat 
support 4 est un substrat connu sous la terminologie de 
"SOI demontable" , de l'expression anglo-saxonne "Silicon 
On Insulator". Dans un tel substrat, la couche 41 de 
materiau a transferer et le reste 42 du substrat sont 

30 realises en silicium et la zone de f ragilisation 40 est 
constitute d 1 une couche 402 d ' oxyde de silicium dont une 
des surfaces ou le volume joue le role d 1 interface de 
collage demontable. 

Les figures 10 a 15 illustrent une variante de 

35 realisation du procede precite presentant certaines 
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etapes similaires a celles qui viennent d'etre decrites 
pour les figures 4 a 9. 

Les elements identiques entre ces deux 
procedes portent les memes references numeriques. Seules 
les differences entre ces deux procedes vont maintenant 

etre decrites. 

Dans l'exemple illustre sur les figures 10 a 
15, on a considere que lors du collage de la couche 41 
sur la couche 42, 1 ' adhesion entre ces deux couches 
n'avait pas ete suffisamment forte a la peripherie, de 
sorte qu'il s ' etait forme sur la couche 42, une zone 46 
de couronne peripherique sensiblement annulaire. La 
couche 41 presente done un diametre inferieur a celui 
de la couche 42. En outre, la zone de detachement 40 est 
une interface de collage demontable qui porte la 

reference 4 02. 

Lors de 1 ' etape de depot de la couche de colle 
6 ou de 1 'application du substrat support 5 sur le 
substrat 4 de type SOI, 1 ' excedent 60 de colle 6 deborde 
non seulement en direction des chants 45 et 55 des 
substrat s 4 et 5 mais egalement au niveau de la couronne 

46, (figure 12) . 

Lors de 1 1 etape d' insolation illustree sur la 
figure 13, on notera que le diametre interieur du masque 
annulaire 7 est inferieur ou egal a celui de la couche 
41, puisqu'il doit permettre d'eviter 1 ' insolation de la 
colle se trouvant au niveau de la couronne peripherique 

46, (zone 62) . 

Apres insolation et elimination de la zone 62 
de colle non reticulee (voir fleche E figure 14), on 
constate que la zone de liaison 61 de colle reticulee 
s'etend uniquement entre la face avant 43 de la couche 
41 et le support 5, de sorte qu'il est possible de 
provoquer 1' operation ulterieure de detachement au 
niveau de la couche d'oxyde 4 02 (voir fleche D figure 14 
et la figure 15) . 
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Corame pour le precede decrit con j ointement 
avec les figures 4 a 9, il est possible d'eliminer la 
zone 62 de colle non reticulee avant 1 • insolation ou au 
contraire apres l'etape de detachement de la figure 15. 
5 Selon une variante de realisation le retrait 

de la couche arriere 42 est effectue par rodage et/ou 
par une attaque cnimique . La couche d ' oxyde 4 02 joue 
alors le role de couche d ' arret au rodage et/ou de 
barriere selective a une attaque chimique ou mecanico- 
10 chimique. A titre d' exemple, le TMAH (Tetramethyl 
hydroxylamine) peut graver selectivement une couche 42 
de silicium et non une couche d ' oxyde de 402. 

D'une maniere generale, le procede conforme a 
1» invention peut s'appliquer a un substrat source 4 
15 presentant une couche intermediate dont l'une des 
surfaces ou le volume joue le role d' interface de 
collage demontable ou de barriere d' arret a une attaque 
mecanique et/ou chimique. 

Selon un second mode de realisation de 
20 l'invention, la colle 6 est thermoreticulable . II s ' agit 
par exemple d'une cire ou d'une colle epoxy . 

Dans ce cas, les etapes du procede decrites 
conjointement avec les figures 4 a 6 sent identiques, 
seules les etapes ulterieures different et sont 
25 representees sur les figures 16 a 19. 

On commence par exemple par essuyer les 
excedents de colle 60 (figure 16) . Toutefois cette etape 
peut etre effectuee ulterieurement. 

La reticulation de la colle 6 est realisee par 
30 un chauffage localise de la zone 61 de la couche de 
colle 6, situee en regard de la face avant 43 de la 
couche 41 a reporter, suivi d'un ref roidissement (retour 
a temperature ambiante) . 

Ce chauffage localise s'effectue par exemple 
35 par balayage a 1 • aide d'un faisceau laser 8, depuis la 
face arriere 54 du substrat support 5, (voir figures 17 
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et 18) ou depuis la face arriere 44 du substrat source 
4, la temperature a laquelle est effectuee le chauffage 
(voisine de 200 a 300°C) n'ayant pas d' incidence sur la 
zone de f ragilisation 401. 
5 Le deplacement du faisceau peut egalement etre 

realise en chauffant tout 1 1 empilement de couches, tout 
en ref roidissant simultanement les bords, de fagon que 
ceux-ci ne subissent jamais d' elevation de temperature 
et que la zone 62 de la couche de colle ne soit pas 
10 chauffee et ne puisse par reticuler. 

- Le chauffage peut egalement etre realise par 
une lampe. 

Le detachement (voir figure 18) s'effectue 
comme decrit pour les procedes precedents. 
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REVENPI CATIONS 

1. Procede d 1 elimination d'une zone 

peripherique (62) de colle lors de 1 1 assemblage a I'aide 
d'une couche de colle (6) et du transfert d'une couche 
(41) de materiau issue d'un substrat source (4), sur un 
5 substrat support (5) , pour la fabrication d'un substrat 
composite destine a des applications dans les domaines 
de 1 ' electronique, l'optique ou 1 ' optoelectronique , 
ledit substrat source (4) presentant une zone de 
detachement (40, 401, 402) intercalee entre la couche de 
10 materiau a transferer (41) et le reste (42) du substrat 
source (4), ce procede etant caracterise en ce qu'il 
comprend les etapes successives consistant a : 

a) deposer une couche de colle (6) sur la 
surface libre (43) dite "face avant" de la couche de 

15 materiau a transferer (41) ou sur l f une des faces (53) 
dite "face avant" du substrat support (5) ou sur les 
deux, 

b) appliquer ledit substrat source (4) et 
ledit substrat support (5) 1 1 un contre 1' autre, la face 

20 avant (53) du substrat support (5) etant en regard de la 
face avant (43) de la couche de materiau a transferer 
(41) , 

c) faire reagir exclusivement la zone (61) 
de la couche de colle (6), dite "zone de liaison", 

25 s'etendant en regard de ladite face avant (43) de la 
couche de materiau a transferer (41) , pour lui permettre 
d'augmenter ses proprietes de tenue mecanique, 

d) detacher ladite couche a transferer 
(41) , du reste du substrat source (42) , le long de 

30 ladite zone de detachement (40, 401, 402), 

et a eliminer la zone (62) de la couche de 
colle (6) situee a la peripherie de ladite zone de 
liaison (61), cette etape d " elimination pouvant etre 
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effectuee en une seule ou en plusieurs fois entre les 
etapes b) et c) , entre les etapes c) et d) ou apres 
1' etape d) et eventuellement lorsqu'elle est effectuee 
en plusieurs fois, pour partie entre les etapes a) et 
5 b). 

2. Procede selon la revendication 1, 
caracterise en ce que la colle (6) est photoreticulable 
sous l'action d'une exposition a un rayonnement 
lumineux, en ce qu'au moins l'un des substrats parmi le 

10 subs t rat support (5) et le subs t rat source (4) est 
transparent au rayonnement lumineux et en ce que 1 1 etape 
c) consiste a faire reticuler exclusivement la zone de 
liaison (61) de la couche de colle (6) depuis la face 
arriere (44) du substrat source (4) ou depuis la face 

15 arriere (54) du substrat support (5), par insolation aux 
rayons lumineux, a travers un masque (7) destine a 
isoler de 1 1 insolation la zone (62) de la couche de 
colle (6) s'etendant a la peripherie de ladite zone de 
liaison (61) . 

20 3. Procede selon la revendication 1, 

caracterise en ce que la colle (6) est thermoret iculable 
et en ce que 1 1 etape c) consiste a effectuer la 
reticulation exclusive de la colle de ladite zone de 
liaison (61) par chauffage a 1 ■ aide de moyens de 

25 chauffage localise (8) puis retour a une temperature 
inferieure . 

4. Procede selon la revendication 3, 
caracterise en ce que les moyens de chauffage localise 
(8) sont un faisceau laser. 
30 5, Procede selon 1 1 une quelconque des 

revendications precedentes, caracterise en ce que 
1' etape d) de detachement est effectuee par application 
d'une contrainte d'origine mecanique . 

6. Procede selon au moins 1 1 une des 
35 revendications precedentes, caracterise en ce que la 
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couche (41) de materiau a reporter contient au moins une 
partie d'un composant electronique ou opto-electronique . 

7. Procede selon au moins l'uhe des 
revendications precedentes, caracterise en ce que la 

5 zone de detachement est une zone de f ragilisat ion (401) 
formee par implantation d'especes atomiques. 

8. Procede selon au moins 1 1 une des 
revendications 1 a 6, caracterise en ce que la zone de 
detachement est une zone de f ragilisation (401) formee 

10 d'une couche poreuse . 

9. Procede selon au moins I 1 une des 
revendications 1 a 6, caracterise en ce que la zone de 
detachement est formee d'une interface de collage 
demontable (402) . 

15 10. Procede selon au moins I'une des 

revendications 1 a 6, caracterise en ce que la zone de 
detachement est une couche d' arret formant barriere a 
une attaque mecanique et/ou chimique . 

11. Procede selon la revendicat ion 9, 

20 caracterise en ce que la couche de materiau a transferer 
(41) et le reste (42) du substrat source sont en 
silicium et en ce que 1 1 interface de collage demontable 
(402) est dans ou en surface d'une couche d'oxyde de 
silicium . 
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